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Nous avons utilisé la spectroscopie par photo-cdurdPC) pour mettre en évidence la
structure électronique d’flots quantique InAs/InReétant a 1,55um.

Les filots sont enterrés dans une structure PINmbele de croissance de type Stranski-
Krastanov sur un substrat INnP<311>B confére ants ine forte densité (~5*10cm-2) et
une faible dispersion en taille. La méthode ditelouble cap », développé au laboratoire [1]
permet d’assurer un controle de la hauteur des, #stimé dans les conditions de réalisation a
2,6nm.

L’étude en fonction de la température a montré vareation de I'ordre de 70meV a la fois
des niveaux d’énergie fondamental et excité ilegdasses énergies pour des températures
variant entre 77 et 300K. La conduction des post&wduits par absorption s’avere étre régis
par les mécanismes d'échappement par effet tunhetffet thermoionique. Les taux
d’échappement ainsi que les énergies d’activatimmespondant aux différenties niveaux
d’énergie ont pu étre estimés. L'étude comparatimefonction de I'empilement de plans
d’ilots (1, 3 et 6 plans) montrent de faibles récale variation des énergies dans les
structures a 3 et a 6 plans.

Des simulations utilisant un modele simple [2] petmis de calculer les niveaux d’énergie
dans les Tlots et de confirmer les valeurs détegesrpar la spectroscopie PC.

01k

(en) weinoooloyd

Intensité du photocourant (ua)
-
m
&
T
Photoluminescence (ua)

L " 1 1 L L L
0,9 1,0 11 12 13 0,7 08 0,9 1,0 11 12
Energie (eV) Energie (eV)

[1] C. Paranthoen, N. Bertru, O. Dehese, A. Le €08. Loualiche and B. Lambert, Appl. Phys. Le&, ¥751

(2000)
[2] . Miska, C. Paranthoen, J. Even, N. BertruLA.Corre, and O. Dehaese, J. Phys. : conens. Matt€2002)



